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dans toutes les directions de l'espace des kK. En présence de mélanse s-f, il
avparait donc deux bandes de caractére mixte s et f, dont le caractére f augmente
quend on se rapproche du niveau Em (dens le cas avec mélange s=f, la structure

de bandes est tracée en trait plein sur la figure 30) : pour une direction de

k donnée, la bande inférieure va d'une énergie voisine du bas E_ de la bande de

B
conduction initiale jusqu'd 1l'énergie Em- un neu inférieure a 1l'énergie Em de
1'état 4f, tandis que la bande supérieure va de 1l'dnersie Em+ un peu supfrieure
& 1'énerpgie Em jusqu'ad une énergie voisine du haut EH de la-bande de conduction
initiale, Il apparait donc une bande interdite d'énergie Em+ - Em_. Les positions

de Em+ et de Em- par ranport a Em sont données par @
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La largeur de la bande EH - EB est de 1'ordre de quelques &lectron=-volts
tandis que les valeurs de %;f déduites de la largeur A de 1'8tat 1ié virtuel Lf
+S
sont de 1l'ordre du dixi®me d'électron-volt, Dens le cas le plus probable ol Em
~ . ” L P n - - r
est & la fois éloipmé de E et de Ej (|EB Eml > ¥, o et ]EH Em| >> \kf)’

la bande interdite est donnée par :
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La forrule (83) donne une largeur de l'ordre de queloues centifmes
d'électron-volt suivant la position de Em ; cette larpeur peut varier avec la
position de Em 3 en paiticulier, quand Em se rarproche du haut (ou du bes) ie bande
dans une direction de k donnée, la bande interdite pour cette direction de k

augmente et tend vers V:f quand Em tend vers EH (ou EB).

Nous discutons maintenent la résistivité en fonction de la pression en
: : >
tenant compte du mélange s-f dans toutes les directions de l'espace des k, dans

le cas d'une bande de conduction traitée en &lectrons libres. Comme dans le cas




